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１．概要（Summary）

マグネシウムシリサイド（Mg2Si）は環境に低負荷で汎

用普及に適した赤外受光素子材料として注目されている

[1,2]。我々の研究グループでは Mg2Si のバルク結晶を

使った pn 接合フォトダイオードとイメージングセンサの開

発を行なっている。フォトダイオードの受光感度の向上や

暗電流の低減、ピーク感度波長の調整には pn 接合構造

設計の適正化が必要である。そこで今回、筑波大学微細

加工プラットフォーム、ナノテクノロジープラットフォームの

シミュレーション CAD を利用し、チュートリアルを利用して

その計算方法の習得を行った。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

  デバイスシミュレータ

【実験方法】

Silvaco シミュレータの Atlas および Blaze 用いて、チ

ュートリアルにある GaN ダイオード構造および SiC ダイオ

ード構造の計算を同パラメータを使って行った。チュートリ

アルと同様の結果が得られるか、Tony プロットを使って結

果を確認した。

３．結果と考察（Results and Discussion）

チュートリアルにある SiC ダイオードの構造を Atlas に

読み込みデバイスの構造パラメータを変更して Type A お

よび Type B の２種類の構造を作製し、300 K における計

算を行った。結果を Fig. １に示す。Type A ではチュート

リアルにある構造と同様の結果が得られた、一方構造を

変更した Type B では構造に応じた変化が見られ、Atlas
シミュレータを使ったダイオード電流の計算を行うことがで

きた。今後は Mg2Si のパラメータを使った pn 構造につい

ても同様の計算を行い、構造の最適化を進めていく。

Fig. 1 An example of SiC diode current simulated 
by Atlas.
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